II школьная научно-практическая конференция

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Емва
II школьная научно-практическая конференция

«В мире нобелевских премий»

Секция естественных наук
Предметная область  информатика и ИКТ  
Джон Бардин, Уильям Шокли, Уолтер Браттейн нобелевская премия по физике «За исследование полупроводников  и открытие транзисторного эффекта» 1956 года

[image: image1]
Работу выполнила 
ученица 6 «в» класса
 Мещерякова Ксения

Руководитель 
Мещерякова Е.В.

г. Емва

2012

Содержание
	1. Введение  
	3 стр.

	2. Исследование полупроводников  и открытие транзисторного эффекта
	5 стр.

	3. Заключение
	8 стр.

	4. Список используемой литературы
	10 стр.

	5. Приложения 
	11 стр.


1. Введение
В своей работе я хочу показать, как исследование полупроводников и открытие транзисторного эффекта группой учёных Уильямом Шокли, Уолтером Браттейном и Джоном Бардиным повлияло на развитие электронно-вычислительной техники.
ЭВМ проделали большой эволюционный путь в смысле элементной базы (от ламп к микропроцессорам), а также в смысле появления новых возможностей, расширения области применения и характера их использования. Электронно-вычислительную технику принято делить на поколения.
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Деление ЭВМ на поколения - весьма условная, нестрогая классификация вычислительных систем по степени развития аппаратных и программных средств, а также способов общения с ЭВМ. Смена поколений зависит от элементной базы ЭВМ, т.е. ее технической основы.  От элементной базы зависит мощность ЭВМ.
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К первому поколению ЭВМ относятся машины, созданные на рубеже 50-х годов: в схемах использовались электронные лампы. 
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Ко второму поколению ЭВМ относятся те машины, которые были сконструированы в 1955-65 гг. В них использовались как электронные лампы, так и транзисторы. 
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Третье поколение ЭВМ - это машины, создаваемые после 60-х годов, в которых применялись интегральные схемы.
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Четвертое поколение ЭВМ - это нынешнее поколение ЭВМ, разработанных после 1970 г., для них характерно использование больших интегральных схем как элементной базы.

Переход к пятому поколению ЭВМ уже начался. Он заключается в качественном переходе от обработки данных к обработке знаний и в повышении основных параметров ЭВМ. Основной упор будет сделан на "интеллектуальность"  (см. приложение 1).
Цель исследования: 

1) Изучить поколения ЭВМ ; 

2) Изучить влияние открытия группы ученых на процесс развития электронно-вычислительной техники;

2. Исследование полупроводников  и открытие транзисторного эффекта
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В современном понимании полупроводниковая техника стала бурно развиваться в середине XX века. Многие выдающиеся ученые внесли свой вклад в данное направление, однако создателями первого транзистора, в 1947 году, стали американцы Джон Бардин, Уолтер Браттейн и Уильям Шокли. Их открытие стало началом полупроводниковой эры, родившей огромное количество типов диодов и транзисторов, а позднее - интегральных микросхем.

В 1945 г. Уильям Шокли в качестве директора программы научных исследований по физике твердого тела  совместно с  физиком-теоретиком Джоном Бардиным и физиком-экспериментатором Уолтером Браттейном, возобновляет начатые перед войной исследования класса материалов, известных под названием полупроводников
. 
Группе ученых удалось создать полупроводниковые приборы, которые могли как выпрямлять, так и усиливать электрические ток
. Полупроводники, такие, как германий и кремний, – это материалы, чье электрическое сопротивление
 занимает промежуточное положение между сопротивлениями металла и изолятора.

В процессе этой работы Шокли пытался построить то, что теперь называется полевым транзистором. Он надеялся использовать электрическое поле, чтобы управлять свободными электронами
 в одном из участков полупроводника и тем самым модулировать ток, текущий через прибор. Кроме того, транзистор должен был обладать потенциальной возможностью стать усилителем, поскольку небольшой сигнал (приложенное напряжение) мог вызвать большие изменения тока, текущего через полупроводник.

Все попытки построить прибор, следуя этому плану, закончились неудачей. Тогда Бардин выдвинул предположение, что внешнее напряжение не создает внутри полупроводника желаемого поля из-за слоя электронов, находящихся на его поверхности. В процессе дальнейших исследований выяснилось, что свойства прибора зависят от освещенности, температуры, поверхности и изменяются при контакте с жидкостями или напылении на полупроводник металлической пленки. За этой удачной идеей последовала серия экспериментов по изучению поверхностных эффектов. Уолтер Браттейн выполнял роль экспериментатора, который определял свойства и поведение исследуемых материалов и приборов.  Эти эксперименты помогли трем исследователям понять сложное поведение полупроводниковых устройств и в 1947 г Бардин и Браттейн построили первые работающие транзисторы.

Подобно радиолампе, транзистор позволяет с помощью небольшого сигнала (напряжение для лампы, ток для транзистора) управлять относительно большим током. В этом и состоит суть «транзисторного эффекта».
В 1956 году Шокли, Бардин и Браттейн были удостоены Нобелевской премии по физике «за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта». На церемонии презентации Э.Г. Рудберг, член Шведской королевской академии наук, назвал их достижение «образцом предвидения, остроумия и настойчивости в достижении цели». 
 «Транзистор во многом превосходит радиолампы. Они значительно меньше электронных ламп и в отличие от последних не нуждаются в электрическом токе для накала нити, что для акустических приборов, вычислительных машин, телефонных станций и многого другого требуется именно такое устройство», – отметил Е.Г. Рудберг. (см. Приложение 2)
3.
Заключение
Открытие Шокли, Бардина и Браттейна стало началом полупроводниковой эры, ознаменовавшее переход ко II поколению ЭВМ, а позднее – эры интегральных микросхем (III, IV поколение ЭВМ).

Транзисторы благодаря небольшим размерам, простоте структуры, низким энергетическим потребностям и малой стоимости быстро вытеснили электронные лампы во всех радиотехнических приборах, за исключением устройств высокой мощности, используемых, например, в радиовещании или промышленных радиочастотных нагревательных установках.
В дальнейшем, усовершенствование технологии сделало возможным создание многих транзисторов из крохотных кусочков кремния, способных выполнять более сложные функции. Число транзисторов в одном подобном кусочке возросло от 10 до примерно 1 млн., в частности, благодаря уменьшению размеров соединений и самих транзисторов до величины от половины микрона до нескольких микрон (микрон равен 0,001 мм). 
Современная промышленность в состоянии выпускать миниатюрные кремниевые кристаллы, в каждом из которых умещаются сотни тысяч транзисторов, и число это продолжает расти. Появление таких кристаллов стимулировало быстрое развитие новейших компьютеров, портативных, умещающихся в руке калькуляторов, сложных средств связи, приборов управления, слуховых аппаратов, медицинских зондов и других электронных устройств. 
В настоящее время главенствует направление микроминиатюризации полупроводниковых приборов. Последние достижения таковы: 
· в США, в 2006 году создан транзистор из одиночной молекулы углерода. 
· в США, в 2006 году, ученым из IBM удалось впервые в мире создать полнофункциональную интегральную микросхему на основе углеродной нанотрубки
, способную работать на терагерцевых
 частотах. 
Вполне вероятно, что развитие наноэлектроники
 будет связано с сопоставимой по масштабу оптимизацией, аналогичной уменьшению микроэлектронной компонентной базы в 60-е годы минувшего столетия. Возможно, что на основе интегрированных наноэлектронных чипов возникнет совершенно новая элементная база, которая будет отличаться высокой компактностью, низким энергопотреблением и невиданным ранее быстродействием.
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	Сравнимые с размером телевизора
	 

	Быстродействие процессора
	20 тысяч опер/сек
	Десятки, сотни тысяч опер/сек
	До 30 млн. опер/сек
	2,5 МГц у первых моделей и до 109 опер/сек
	1012 опер/сек

	Оперативная память
	Несколько тысяч и команд программ
	Увеличилась в сотни раз
	до 16 Мбайт. Появляется ПЗУ.
	От 16 Мбайт и более 107 Гбайт
	

	Программное обеспечение
	Программы составлялись на языке машинных команд
	Языки программирования – ФОРТРАН, АЛГОЛ, КОБОЛ
	Появились операционные системы, прикладные программы. Алгоритмические языки высокого уровня
	Пакеты прикладного программного обеспечения, сетевого ПО, мультимедиа и др.
	Интеллектуальные программные системы

	Области применения
	Инженерные и научные расчеты
	Создание информационно-справочных систем
	Базы данных, САПР
	Все сферы научной, производственной, учебной деятельности, отдых, развлечения, Интернет
	В творческой деятельности человека, искусственный интеллект

	Примеры
	ENIAC, БЭСМ
	М-220, Мир, БЭСМ-4, IBM-7094
	PDP -11, IBM/360, БЭСМ-6, Минск-32
	IBM PC, Macintosh
	


Приложение 2

Бардин Джон








Электронные


лампы





Это интересно!


В 1946 году Джон Моучли и Преспер Эккрет (США)  создали первый электронный цифровой компьютер  ENIAC — самый грандиозный и мощный ламповый компьютер той эпохи. 


  Компьютер весил более 70 тонн и содержал в себе почти 18 тысяч электронных ламп!  Рабочая частота компьютера не превышала 100 КГц (несколько сот операций в секунду).





Это интересно! 


В 1947 году в США был создан транзистор – первый полупроводниковый прибор, заменивший электронную лампу, и только в 1958 году, в ЭВМ были применены полупроводниковые транзисторы.


 Они были более надёжны, долговечны, малы, могли выполнить более сложные вычисления, обладали большой оперативной памятью. 1 транзистор мог заменить ~ 40 электронных ламп, работал с большей скоростью. 





Транзисторы





Браттейн Уолтер Хаузер








Уильям Брэдфорд Шокли





Интегральная схема





Большая интегральная схема








� Полупроводники - вещества, способные изменять свои свойства под влиянием различных воздействий (температуры, освещения, электрического и магнитного поля, внешнего гидростатического давления).


� Электрический ток - направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц: электронов, ионов.


� Электрическое сопротивление - величина, характеризующая противодействие электрическому току.


� Электрон - частица, носитель наименьшей известной массы и наименьшего электрического заряда.


� Нанотрубка - цилиндрическая молекула, состоящая из одних лишь атомов углерода


� Герц (обозначение: Гц, Hz) — единица измерения частоты. Терагерц - 1012 Гц 


� Наноэлектроника - область электроники, занимающаяся разработкой физических и технологических основ создания интегральных электронных схем с характерными топологическими размерами элементов (нанометр)
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